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O Grenzflache ausbildet. Die Struktur ist dadurch gekennzeichnet, dass Fermi-Level-Pinning an der, der Grenzflache 



(57) Abstract: The invention 
concerns a semiconductor 
structure comprising at least 
one first material region and 
a second material region, 
whereby the second material 
region epitaxially surrounds 
the first material region and 
forms a boundary surface. The 
structure is characterized in 
that Fermi level pinning is 
present on the non-epitaxial 
boundary surface of the second 
material region located opposite 
the boundary surface of both 
material regions, and the first 
material region forms a quantum 
well for free charge carriers. 
This advantageously results in 
enabling a controllable charge 
carrier concentration to be set 
in the quantum well. 

(57) Zusarrunenfassung: 
Die Erfindung betrifft eine 
Halbleiter-Struktur. Die 
Halbleiter-Struktur weist 
mindestens einen ersten Mate- 
rialbereich und einen zweiten 
Materialbereich auf, wobei 
der zweite Materialbereich 
den ersten Materialbereich 
epitaktisch umschliesst und eine 
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beider Materialbereiche gegenuberliegenden, nicht epitaktischen Grenzflache des zweiten Materialbereichs vorliegt und der erste 
Materialbereich einen Quantentopf fur freie Ladungstrager ausbildet. Dadurch wird vorteilhaft bewirkt, dass eine steuerbare 
Ladungstrager-Konzenlration im quanlentopf eingestellt werden kann. 
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